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A plurality of semiconductor chips is mounted 2 2 

on a surface of a substrate to be used for ^ / s. 

manufacturing semiconductor devices. The 1 ^ 1:^^^^^^^ r^^iy/^/y^^^^^^ 
semiconductor chips are collectively sealed ) 
with resin, thereby forming resin-sealed 3 
sections. A plurality of solder balls are formed 
on the back surface of the substrate such that 
an interval A between the closest solder balls 
of adjacent semiconductor chips becomes "n" 
times ("n" is an integer greater than 1) an 
interval B between the solder balls on the 
semiconductor chip. After the semiconductor 
chips have been subjected to an electrical test, 
the resin-sealed sections and the substrate are 
sliced, thus breaking the semiconductor chips 
into pieces. 
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(54) Bezeichnung: Halbleitervorrichtung und Herstellungsverfahren dafiir 

(57) Zusammenfassung: Eine Melirzahl von Halbleiter- 
chips (4) ist auf einer Oberflache eines Substrates (1) an- 
gebracht, so da(i sie zum Herstellen von Halbleitervonrich- 
tungen benutzt werden. Die Halbleiterchips (4) werden ge- 
meinsam mit Harz eingekapselt, wodurch harzabgedichte- 
te Abschnitte (2) gebildet werden. Eine Mehrzahl von Lot- 
augen (3) ist auf der hinteren Oberflache des Substrates (1 ) 
so gebildet, dafi ein Abstand (A) zwischen den nachsten 
Lotaugen (3) von benachbarten Halbleiterchips (4) n mal so 
groli wie ein Abstand (B) zwischen den Lotaugen (3) auf 
dem Halbleiterchip (4) wird, wobei n eine ganze Zahl gro- 
(ier als 1 ist. Nachdem die Halbleiterchips (4) einem elektri- 
schen Test untenworfen sind, werden die harzabgedichte- 
ten Abschnitte (2) und das Substrat (1 ) geschnitten, wo- 
durch die Halbleiterchips (4) in Stiicke gebrochen werden. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Halblei- 
tervorrichtung und auf ein Herstellungsverfahren der 
Halbleitervorrichtung, wobei die Halbleitervorrichtung 
eine Mehrzahl von Anschliissen aufweist. 
[0002] In Zusamnnenhang mit der kurzlichen Minia- 
turisierung des Gehauses (Package) sind ein Halblei- 
ter vom Kugelgitterfeld-(BGA - ball grid an^y)Typ 
Oder vom Kontaktfleckgitter-(LGA - land grid ar- 
ray)Typ iiberzeugend geworden, bei denen externe 
Elektroden in einem Matrixmuster auf der gesamten 
hinteren Oberflache eines Substrates angeordnet 
sind. 

[0003] Eine herkommliche Halbleitervorrichtung 
und ein Verfahren zum Herstellen der Vorrichtung 
wird hier im folgenden unter Bezugnahme auf Fig. 9 

bis 17 beschrieben. 

[0004] Fig. 9 ist eine Ansicht, die eine vordere 
Oberflache einer herkommlichen Halbleitervorrich- 
tung zeigt; 

[0005] Fig. 10 ist eine Querschnittsansicht der in 
Fig. 9 gezeigten Halbleitervorrichtung; 
[0006] Fig. 11 ist eine Ansicht, die die hintere Ober- 
flache der in Fig. 9 gezeigten Halbleitervorrichtung 
zeigt; 

[0007] Fig. 12 ist eine perspektivische Ansicht, die 
ein Inneres eines harzabgedichteten Schnittes zeigt, 
der in Fig. 9 gezeigt ist; 

[0008] Fig. 13 ist eine Querschnittsansicht des 
harzabgedichteten Abschnlttes, die entlang einer in 
Fig. 12 gezeigten Linie B-B genommen ist; 
[0009] Fig. 14 ist eine Ansicht, die Gebiete des 
harzabgedichteten Abschnittes zeigen, der zu 
schneiden ist; 

[0010] Fig. 15 ist eine vergrolierte Ansicht von Ge- 
bieten auf der Ruckseite der zu schneidenden Halb- 
leitervorrichtung; 

[0011] Fig. 16 ist eine Querschnittsansicht von ge- 
schnittenen Halbleitervorrichtungen; und 
[0012] Fig. 17 ist eine Querschnittsansicht einer 
Nachbarschaft eines in Fig. 15 gezeigten Lotauges. 
[0013] In Fig. 9 bis 17 bezeichnet das Bezugszei- 
chen 1 ein Substrat zum Herstellen von Halbleitervor- 
richtungen; 2 bezeichnet einen harzabgedichteten 
Abschnitt; 3 bezeichnet Lotaugen oder Lotkugein; 4 
bezeichnet einen Halbleiterchip; 5 bezeichnet einen 
Draht; 6 bezeichnet ein zu schneidendes Gebiet; 8 
bezeichnet ein GehauseA/erpackung; und 9 bezeich- 
net einen AnschluBflecken. 

[0014] Als erstes wird eine Halbleitervorrichtung be- 
schrieben. 

[0015] Wie in Fig. 9 und 10 gezeigt ist, ist eine 
Mehrzahl von harzabgedichteten Abschnitten 2 auf 
der Oberflache eines Substrates 1 gebildet. Wie in 
Fig. 11 gezeigt ist, ist eine Mehrzahl von Lotaugen 3 
auf der hinteren Oberflache des Substrates 1 so ge- 
bildet, dali sie den entsprechenden harzabgedichte- 
ten Abschnitten 2 entsprechen. Genauer, wie in 
Fig. 1 7 gezeigt ist, sind die Lotaugen 3 auf der hinte- 



ren Oberflache des Substrates 1 uber entsprechende 
Kontaktflecken 9 gebildet. 

[0016] Wie in Fig. 12 und 13 gezeigt ist, ist eine 
Mehrzahl von Halbleiterchips 4, die elektrisch mit 
dem Substrat 1 mittels Drahten 5 verbunden sind, in 
den harzabgedichteten Abschnitten 2 vorgesehen. 
[0017] Wie in Fig. 14 bis 16 gezeigt ist, ist ein zu 
schneidendes Gebiet (hier im folgenden als ein 
"Schneidegebiet" bezeichnet) 6 in jedem der harzab- 
gedichteten Abschnitte 2 vorgesehen, das an Positi- 
onen zwischen benachbarten Halbleiterchips 4 (oder 
Gehausen 8) angeordnet ist. 
[0018] Wie in Fig. 15 und 16 gezeigt ist, ist die 
Mehrzahl von Lotaugen 3, die als Anschlusse fur ex- 
terne Elektroden dienen, auf jedem der Halbleiter- 
chips 4 (Oder der Gehause 8) mit gleichformigen Ab- 
standen B von z.B. 0,8 mm vorgesehen. Ein Abstand 
0 zwischen den nachsten Lotaugen 3 der benachbar- 
ten Gehause 8 (d.h. ein Abstand von Gehause zu 
Gehause) ist eine Summe der gewunschten Gehau- 
segroBe und der Breite des Schneidegebietes 6. In 
einem Fall zum Beispiel, in dem die Gehausegrofte 8 
mm X 8 mm betragt und die Breite des Schneidege- 
bietes 6 gleich 0,35 mm ist, ist der Abstand von Ge- 
hause zu Gehause C gleich 8,35 mm. 
[0019] Als nachstes wird nun ein Herstellungsver- 
fahren der oben erwahnten Halbleitervorrichtung be- 
schrieben. 

[0020] Zuerst wird die Mehrzahl von Halbleiterchips 
4 auf der Oberflache des Substrates 1 angebracht. 
Das Substrat 1 und die Halbleiterchips 4 werden 
elektrisch durch die Benutzung der Drahte 5 verbun- 
den. 

[0021] Als nachstes wird die Mehrzahl von Halblei- 
terchips 4 gemeinsam mit Harz abgedichtet oder ver- 
siegelt, wodurch die harzversiegelten Abschnitte 2 
gebildet werden, 

[0022] Weiterhin werden die Kontaktflecke 9, die 
zum Anbringen der Lotaugen benutzt werden, auf der 
hinteren Oberflache des Substrates 1 gebildet. Die 
Lotaugen 3 werden auf den Kontaktflecken 9 gebil- 
det. Hier wird in dem Fall der Halbleitervorrichtung ei- 
nes LGA der Bildung von Lotaugen 3 begegnet. 
[0023] Die harzabgedichteten Abschnitte 2, die ge- 
meinsam gegossen worden sind, werden entlang der 
Schneidegebiete 6 mittels einer Schneidesage ge- 
trennt, wodurch die harzabgedichteten Abschnitte 2 
in eine Mehrzahl von Gehausen (Packungen) (Halb- 
leitervorrichtungen) 8 unterteilt werden. 
[0024] Jedes der Gehause 8 wird einem elektri- 
schen Test unterworfen. 

[0025] Wie oben erwahnt wurde, wenn jedes der 
Gehause 8 einem elektrischen Test unterworfen wird, 
muli ein Testwerkzeug wie ein Testkontaktstift jedes- 
mal vorbereitet werden, wenn die GehausegroBe 
sich unterscheidet. Daher sind die Kosten des Test- 
werkzeuges zu hoch. 

[0026] Weiterhin kann kein elektrischer Test ausge- 
fiihrt werden wahrend der Zeitdauer, in der ein Test- 
werkzeug durch ein anderes Testwerkzeug ersetzt 
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wird, dadurch resultiert eine uneffektive Bedingung 
eines elektrischen Tests; d.h. das Auftreten eines so- 
genannten Gehauseschaltverlustes. 
[0027] Wenn ein Gehause auf ein AusmaB zu mini- 
aturisieren ist, das Chipskalengehause (CSP) ge- 
nannt wird, wird ein resultierendes Gehause zu klein 
Oder zu leicht Solche Gehause fallen wahrend des 
Vorganges eines Testes oder eines Transportes. 
[0028] Ein Verfahren, das zum Losen des Proble- 
mes wirksam ist, ist es, die Mehrzahl von Halbleiter- 
chips 4 einem Test zu unterwerfen, wahrend die 
Halbleiterchips 4 (oder Gehause 8) in Stucke ge- 
schnitten oder gemeinsam mit Harz auf dem Substrat 
1 versiegelt werden. 

[0029] Eine GehausegroBe ist jedoch bereits durch 
eine Normeninstitution wie die Japanese Electronics 
and Information Technology Industries Associations 
bestimmt worden. Der Abstand C zwischen den 
engsten Lotaugen 3 benachbarter Gehause 8 (d.h. 
der Abstand von Gehause zu Gehause C) ist nicht 
notwendigerweise ein ganzzahliges Vielfaches des 
Abstandes B zwischen den Lotaugen 3 in dem Ge- 
hause 8 (d.h. ein Augenabstand). Selbst daher in 
dem Fall eines Gehauses der glelchen GroBe mufi 
ein Testwerkzeug jedesmal vorbereitet werden, wenn 
sich die Abstande B und C andern. Somit konnen die 
Kosten fur das Werkzeug nicht begrenzt werden. 
[0030] Weiterhin mussen Testwerkzeuge fur die ent- 
sprechenden Gehause vorbereitet werden, wenn Ge- 
hause verschiedener GrolSen hergestellt werden. wo- 
durch das Begrenzen der Kosten fur die Werkzeuge 
behlndert wird. 

[0031] Da weiterhin Ubereinstimmung nicht in Hin- 
blick auf die Positionen der Anschlusse (z.B. der Lo- 
taugen) 3 auf der Ruckseite des Substrates 1 erzielt 
werden kann, muB ein Testwerkzeug jedesmal vor- 
bereitet werden, wenn sich der Abstand C zwischen 
den Lotaugen der benachbarten Gehause 8 oder 
eine GehausegroBe geandert hat Aus diesem Grund 
konnen die Kosten fur das Testwerkzeug nicht verrin- 
gert werden. 

[0032] Die Notwendigkeit des Ersetzens der Test- 
werkzeuge bringt das Auftreten des sogenannten 
Gehauseschaltverlustes mit sich. 
[0033] Die vorliegende Erfindung ist zum Losen der 
obigen Probleme entwickelt worden, und es ist eine 
allgemeine Aufgabe dervorliegenden Erfindung, eine 
neue und nutzliche Halbleitervorrichtung vorzusehen 
und ein neues und nutzliches Herstellungsverfahren 
der Halbleitervorrichtung vorzusehen, insbesondere 
sollen die Kosten fur ein Testwerkzeug, das fur den 
elektrischen Test von Halbleiten/orrichtungen benutzt 
wird, durch Herstellen einer Ubereinstimmung in Po- 
sitionen der Anschlusse der Halbleitervon^ichtungen 
begrenzt werden. 

[0034] Die obige Aufgabe der vorliegenden Erfin- 
dung wird gelost durch eine Halbleitervorrichtung 
nach Anspruch 1 und ein Herstellungsverfahren einer 
Halbleitervorrichtung nach Anspruch 5. 
[0035] GemaB einem Aspekt der vorliegenden Er- 



findung welstdie Halbleitervorrichtung eine Mehrzahl 
von Halbleiterchips auf, die auf einer Oberflache ei- 
nes Substrates angebracht sind. Die Mehrzahl von 
Halbleiterchips ist gemeinsam mit einem Versiege- 
lungsharzA/ersiegelungskunststoff versiegelt/abge- 
dichtet Eine Mehrzahl von Anschlussen ist auf einer 
hinteren Oberflache des Substrates gebildet, wo- 
durch ein Abstand zwischen den nachsten Anschlus- 
sen auf benachbarten Halbleiterchips ein ganzzahli- 
ges Vielfaches des Abstandes zwischen den An- 
schlussen auf dem Halbleiterchip ist 
[0036] GemaB einem anderen Aspekt der vorlie- 
genden Erfindung wird bei dem Herstellungsverfah- 
ren der Halbleitervorrichtung eine Mehrzahl von 
Halbleiterchips auf einer Oberflache eines Substra- 
tes angebracht. Die Mehrzahl von Halbleiterchips 
wird gemeinsam mit einem Harz/Kunststoff abge- 
dichtet/verslegelt 

[0037] Eine Mehrzahl von Anschlussen wird auf ei- 
ner hinteren Oberflache des Substrates derart gebil- 
det, daB ein Abstand zwischen den nachsten An- 
schlussen auf den benachbarten Halbleiterchips ein 
ganzzahliges Vielfaches des Abstandes zwischen 
den Anschlussen in dem Halbleiterchip wird. Die 
Mehrzahl von Halbleiterchips wird einem elektrischen 
Test untenvorfen. Das Harz und das Substrat werden 
geschnitten, wodurch die Halbleiterchips in Stucke 
gebrochen werden. 

[0038] Weitere Merkmale und ZweckmaBigkeiten 
ergeben sich aus der folgenden Beschreibung von ei- 
nem Ausfuhrungsbeispiel anhand der Figuren. Von 
den Figuren zeigen: 

[0039] Fig. 1 eine Ansicht, die eine Oberflache einer 
Halbleitervomchtung gemaB einer Ausfuhrungsform 
der vorliegenden Erfindung zeigt; 
[0040] Fig. 2 eine Querschnittsansicht der in Fig. 1 
gezeigten Halbleitervorrichtung; 
[0041] Fig. 3 eine Ansicht, die eine hintere Oberfla- 
che der in 

[0042] Fig. 1 gezeigten Halbleitervorrichtung zeigt; 
[0043] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht, die ein 
Inneres eines in Fig. 1 gezeigten harzabgedichteten 
Abschnittes zeigt; 

[0044] Fig. 5 eine Querschnittsansicht des harzab- 
gedichteten Abschnittes, der entlang von a-a in Fig. 4 
genommen ist; 

[0045] Fig. 6 eine Ansicht, die Gebiete des harzab- 
gedichteten Abschnittes zeigt, die zu schneiden sind; 
[0046] Fig. 7 eine vergroBerte Ansicht des ge- 
schnittenen Abschnittes auf der hinteren Oberflache 
der Halbleitervorrichtung; 

[0047] Fig. 8 eine Querschnittsansicht der geschnit- 
tenen Halbleitervorrichtung; 

[0048] Fig. 9 eine Ansicht, die eine vordere Oberfla- 
che einer Halbleitervorrichtung zeigt; 
[0049] Fig. 10 eine Querschnittsansicht der in 
Fig. 9 gezeigten Halbleitervorrichtung; 
[0050] Fig. 11 eine Ansicht, die die hintere Oberfla- 
che der in Fig. 9 gezeigten Halbleitervorrichtung 
zeigt; 
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[0051] Fig. 12 eine perspektivische Ansicht, die ein 
Inneres eines in Fig. 9 gezeigten harzabgedichteten 
Abschnittes zeigt; 

[0052] Fig. 13 eine Querschnittsansicht des harz- 
abgedichteten Abschnittes, die entlang einer Linie 
b-b in Fig. 12 genommen ist; 
[0053] Fig. 14 eine Ansicht, die Gebiete des harz- 
abgedichteten Abschnittes zeigt, die zu schneiden 
sind; 

[0054] Fig. 15 eine vergroBerte Ansicht von Gebie- 
ten auf der Rilckseite der zu schneidenden Halblei- 
tervorrichtung; 

[0055] Fig. 16 eine Querschnittsansicht von ge- 
schnittenen Halbleitervorrichtungen; und 
[0056] Fig. 1 7 eine Querschnittsansicht einer Nach- 
barschaft eines in Fig. 16 gezeigten Lotauges. 
[0057] In folgenden werden Prinzipien und Ausfuh- 
rungsformen der voriiegenden Erfindung unter Be- 
zugnahme auf die beigefiigten Zeichnungen be- 
schrieben. Die Telle und die Schritte, die in den 
Zeichnungen gemeinsam sind, erhalten die gleichen 
Bezugszeichen, und die redundante Beschreibung 
davon kann weggelassen werden, 
[0058] Es wird Bezug genommen auf Fig. 1 bis 8, 
eine Halbleitervorrichtung gemali einer Ausfuhrungs- 
form der Erfindung und ein Herstellungsverfahren der 
Halbleitervorrichtung werden beschrieben. Hier be- 
schreibt die vorliegende Ausfuhrungsform ein Bei- 
spiel, bei dem ein BGA-Substrat als ein Substrat zur 
Benutzung bei dem Herstellen der Halbleitervorrich- 
tung benutzt wird. 

[0059] Fig. 1 ist eine Ansicht, die eine Oberflache 
einer Halbleitervorrichtung gemaB einer Ausfuh- 
rungsform zeigt; Fig. 2 ist eine Querschnittsansicht 
der in Fig. 1 gezeigten Halbleitervorrichtung; Fig. 3 
ist eine Ansicht, die eine hintere Oberflache der in 
Fig. 1 gezeigten Halbleitervorrichtung zeigt; Fig. 4 ist 
eine perspektivische Ansicht, die ein Inneres eines in 
Fig- 1 gezeigten harzabgedichteten Abschnittes 
zeigt; Fig. 5 ist eine Querschnittsansicht des harzab- 
gedichteten Abschnittes, die entlang einer Linie a-a 
genommen ist, die in Fig. 4 gezeigt ist; Fig. 6 ist eine 
Ansicht, die Gebiete des harzabgedichteten Ab- 
schnittes zeigt, die zu schneiden sind; Fig. 7 ist eine 
vergroderte Ansicht eines geschnittenen Abschnittes 
einer hinteren Oberflache der Halbleitervorrichtung; 
und Fig. 8 ist eine Querschnittsansicht der geschnit- 
tenen Halbleitervorrichtung. 

[0060] In Fig. 1 bis 8 bezeichnet das Bezugszei- 
chen 1 ein Substrat zur Benutzung bei der Herstel- 
lung einer Halbleitervomchtung (hier im folgenden 
einfach als "Substrat" bezeichnet); 2 bezeichnet 
harzabgedichtete Abschnitte; 3 bezeichnet ein Lotau- 
ge (AnschluB); 4 bezeichnet einen Halbleiterchip; 5 
bezeichnet einen DrahtA/erdrahtung; 6 bezeichnet 
ein zu schneidendes Gebiet (hier im folgenden ein- 
fach als "Schneidegebiet" bezeichnet); 7 bezeichnet 
einen verbleibenden Rest; 8 bezeichnet ein Gehau- 
seA/erpackung (Halbleitervorrichtung); und 11 be- 
zeichnet einen Testkontaktstifl. 



[0061] Zuerst wird eine Halbleitervorrichtung der 
Ausfuhrungsform beschrieben. 
[0062] Wie in Fig. 1 und 2 gezeigt ist, ist eine Mehr- 
zahl von harzabgedichteten Abschnitten 2 auf der 
Oberflache des Substrates 1 gebildet. Welter ist, wie 
in Fig. 4 und 5 gezeigt ist, eine Mehrzahl von Halblei- 
terchips 4, die elektrisch mit dem Substrat 1 mittels 
von Drahten 5 verbunden sind, in den harzabgedich- 
teten Abschnitten 2 vorgesehen. 
[0063] Wie in Fig. 3 und 5 gezeigt ist, ist eine Mehr- 
zahl von Lotaugen 3. die als externe Elektrodenan- 
schlusse dienen, auf der hinteren Oberflache des 
Substrates 1 so gebildet, dafi sie den Halbleiterchips 
4 entsprechen, die in den harzabgedichteten Ab- 
schnitten 2 vorgesehen sind. Hier sind die Lotaugen 
3 derart angeordnet, dad ein Abstand zwischen den 
nachsten Lotaugen 3 von benachbarten Halbleiter- 
chips 4 (Oder den benachbarten Gehausen 8) gleich 
n mal einem Abstand B zwischen Lotaugen 3 wird, 
die auf einem Halbleiterchip 4 (oder einem Gehause 
8 vorgesehen sind), wobei n eine ganze Zahl grower 
als 1 ist. Zum Beispiel betragt eine Gehausegrofle 
0,8 mm X 0,8 mm, und der Abstand A nimmt einen 
Wert von 9,6 mm (= 0,8 mm x 12) an, und der Ab- 
stand B nimmt einen Wert von 0,8 mm an. Jedes der 
Lotaugen 3 ist auf der hinteren Oberflache des Sub- 
strates 1 gebildet durch einen AnschluHfleck (9), der 
elektrisch mit dem Halbleiterchip 4 verbunden ist (sie- 
he Fig. 17). Der Wert n ist normalen^^eise innerhalb 
eines Bereiches von 2 bis 20 gesetzt. Kurz gesagt, 
der Abstand A ist so gesetzt, dafi er zwanzig mal der 
Abstand B wird. 

[0064] Wie in Fig. 5 gezeigt ist, sind die Testkontakt- 
stifte 11 in einem Gittermuster an Abstanden iden- 
tisch zu dem Abstand B (z.B. 0,8 mm) zwischen den 
Lotaugen 3 angeordnet. Eine Halbleitervorrichtung 
wird einem elektrischen Test durch die Benutzung der 
Testkontaktstifte 11 unterworfen (was spater be- 
schrieben wird) . 

[0065] Wie in Fig. 6 bis 8 gezeigt ist, zwei Schneide- 
gebiete 6. die mit einer Schneidesage zu schneiden 
sind, sind zwischen benachbarten Halbleiterchips 4 
in dem harzabgedichteten Abschnitt 2 und auf dem 
Substrat 1 gebildet. Ein zwischen den Schneidege- 
bieten 6 abgegrenztes Gebiet; das heilit, ein Raum 
zwischen den Halbleiterchips 4 (oder Gehausen 8) 
entspricht dem verbleibenden Rest 7. Die Grofie des 
verbleibenden Restes 7 andert sich gemali einer ge- 
wiinschten Gehausegrolie. Mit anderen Worten, ein 
gewunschtes Gehause wird durch Andern der Grofie 
des verbleibenden Restes 7 erhalten. Zum Beispiel 
nimmt in dem Fall der vorangehenden Gehausegro- 
lie die Breite der Schneideflache 6 einen Wert von 
0,35 mm an; und die Breite des verbleibenden Res- 
tes 7 nimmt einen Wert von 0,9 mm an. 
[0066] Ein Herstellungsverfahren der Halbleitervor- 
richtung wird nun beschrieben. 
[0067] Zuerst werden, wie in Fig. 4 und 5 gezeigt 
ist, eine Mehrzahl von Halbleiterchips 4 auf der Ober- 
flache des Substrates 1 angebracht. Das Substrat 1 
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wird elektrlsch mit den Halbleiterchips 4 durch die Be- 
nulzung der Drahte 5 verbunden. 
[0068] Als nachstes werden die Halbleiterchips 4 
gemeinsam mit dem Harz vergossen, wodurch die 
harzabgedichteten Abschnitte 2 gebildet werden. 
[0069] Eine Mehrzahl von AnschluBflecken 9 (siehe 
Fig. 17), die elektrisch mit den Halbleitercliips 4 ver- 
bunden werden und die zum Anbringen der Lotaugen 
benutzt werden, wird dann auf der hinteren Oberfla- 
che des Substrates 1 gebildet. Die Halbieiteraugen 3 
werden auf den Anschlufiflecken gebildet. Hier sind 
die Anschlufiflecken 9, die als Anschlusse fur externe 
Elektroden dienen, und die Lotaugen 3 derart ange- 
ordnet, daft der Abstand A zwischen den nachsten 
Anschlussen von benachbarten Halbleiterchips 4 
n-mal so groli wie der Abstand B zwischen den An- 
schlussen wird, die auf dem Halbleiterchip 4 (oder ei- 
nem Gehause 8) vorgesehen sind, wobei n eine gan- 
ze Zahl groBer als 1 ist. Zum Beispiel betragt eine 
GehausegroBe 8 mm x 8 mm, und die AnschluBfle- 
cken und die Lotaugen 3 sind derart gebildet, daB der 
Abstand A einen Wert von 9,6 mm (= 0,8 mm x 12) 
annimmt und daB der Abstand B einen Wert von 0,8 
mm annimmt. 

[0070] Die Halbleiterchips 4 werden gleichzeitig ei- 
nem elektrischen Test unterworfen, wahrend die 
Chips 4 auf dem Substrat 1 angebracht werden. Wie 
in Fig. 5 gezeigt ist, wird der elektrische Test ausge- 
fiihrt durch Benutzen der Testkontaktstifte 7, die in ei- 
nem Gittermuster mit dem gleichen Abstand wie der 
Abstand B (z.B. 0,8 mm) zwischen den Halbieiterau- 
gen 3 angeordnet sind. 

[0071] Nachdem der elektrische Test beendet ist, 
werden die Schneideflachen 6, die auf den harzabge- 
dichteten Abschnitten 2 gebildet sind, und das Subst- 
rat 1 durch die Benutzung einer Sage geschnitten. 
Hier werden zum Erzielen der gewunschten Gehau- 
segroBe die Schneidegebiete 6 zwei mal derart ge- 
schnitten, daB der verbleibende Rest 7 eine ge- 
wunschte Breite von z.B. 0,9 mm zwischen den be- 
nachbarten Halbleiterchips 4 (oder den benachbar- 
ten Gehausen 8) annimmt Als Resultat werden die 
Gehause 8 in Stucke getrennt 
[0072] Wie beschrieben wurde, ist Gemeinsamkeit 
bei der Ausfuhrungsform in Verbindungen mit Positi- 
onen von Anschlussen derart hergestellt, daB der Ab- 
stand A zwischen den nachsten Anschlussen (d.h. 
den AnschluBflecken 9 und den Lotaugen 3) von be- 
nachbarten Halbleiterchips 4 n-mal so groB wie der 
Abstand B zwischen Anschlussen des Halbleiter- 
chips 4 wird, wobei n eine ganze Zahl groBer als 1 ist, 
Solange es vorbereitete Testkontaktstifte 11 eines 
einzelnen Types gibt, die in einem Gittermuster mit 
dem gleichen Abstand wie der Abstand B zwischen 
Anschlussen des gleichen Halbleiterchips 4 angeord- 
net sind, kann ein elektrischer Test ausgefuhrt wer- 
den unter Benutzung der gleichen Testkontaktstifte 
11 , selbst wenn die GroBe der Halbleitergehause va- 
riiert, die in dem harzabgedichteten Abschnitt 2 her- 
gestellt sind. Folglich konnen die Kosten fur das Test- 



werkzeug deutlich beschrankt werden. 
[0073] Weiterhin kann ein elektrischer Test effektiv 
wahrend einerZeitdauer ausgefuhrt werden, die zum 
Ersetzen eines Testwerkzeuges durch ein anderes 
notwendig ist, das heiBt ohne das Auftreten eines 
Gehauseersetzungsverlustes. 
[0074] Da die Mehrzahl von Gehausen 8 (oder 
Halbleiterchips 4) gleichzeitig einem Test unten^/or- 
fen werden kann, wahrend sie auf dem Substrat blei- 
ben, kann die Produktivitat des elektrischen Testes 
deutlich verbessert werden. Selbst wenn zusatzlich 
ein Gehause miniaturisiert wird, kann das Fallen von 
Gehausen verhindert werden, was sonst wahrend 
des Vorganges eines elektrischen Testes oder wah- 
rend des Vorganges eines Transportes verursacht 
wurde. 

[0075] Bei der Ausfuhrungsform werden verbleiben- 
de Reste 7 zu der Zeit der Trennung der Gehause 8 
in Stucke belassen, dadurch werden die harzabge- 
dichteten Abschnitte 2 und das Substrat 1 zweimal 
geschnitten. Selbst wenn es einen Versuch gibt zum 
Erzielen von Ubereinstimmung in Zusammenhang 
mit den Positionen der Anschlusse, wird eine Halblei- 
tervorrichtung einer gewunschten PackungsgroBe 
erzielt 

[0076] Die Ausfuhrungsform ist beschrieben ftir ei- 
nen Fall, bei dem ein BGA-Substrat als ein Substrat 
zur Benutzung in der Herstellung von Halbleitervor- 
richtungen benutzt wird; d.h. Gehause vom 
BGA-Typ. Die Erfindung ist jedoch nicht auf solch 
eine Ausfuhrungsform begrenzt und kann auch auf 
ein Gehause vom LGAangewendet werden. In solch 
einem Fall mussen die Lotaugen 3 als Anschlusse 
gebildet werden. 

[0077] Die vorliegende Erfindung kann daherdiefol- 
genden Vorteile erzielen. 

[0078] GemaB der Erfindung ist die Ubereinstim- 
mung zwischen den Positionen der Anschlusse eines 
Halbleitersubstrates erzielt worden, wodurch die 
Kosten fur ein Testgerat beschnitten werden, das fur 
den elektrischen Test der Halbleitervorrichtung be- 
nutzt wird. 

Patentanspruche 

1 . Halbleitervorrichtung mit: 

einer Mehrzahl von Halbleiterchips (4), die auf einer 
Oberflache eines Substrates (1) angebracht sind; 
einem Abdichtharz (2), das zum kollektiven Abdich- 
ten der Mehrzahl von Halbleiterchips (4) benutzt ist; 
und 

einer Mehrzahl von Anschlussen (3, 9), die auf einer 
hinteren Oberflache des Substrates (1) gebildet sind; 
worin ein Abstand (A) zwischen zwei nachsten An- 
schlussen (3, 9) auf benachbarten Halbleiterchips (4) 
ein ganzzahliges Vielfaches des Abstandes (B) zwi- 
schen zwei Anschlussen (3, 9) in dem gleichen Halb- 
leiterchip (4) ist. 

2. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1 , bei der 
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zwei Gebiete (6), die zu schneiden sind, in dem Harz 
(2) an einer Position zwischen den benachbarten 
Halbleiterchips (4) gebildet sind. 

3. Halbleitervorrichtung nach Ansprucli 1 oder 2, 
be! dem die Anschlusse (3, 9) AnschlulJflecke (9) auf- 
weisen, die elektrisch mitden Halbleiterchips (4) ver- 
bunden sind. 

4. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 3, bei der 
die Anschlusse weiter auf den entsprechenden An- 
schluBflecken (9) gebildete Lotaugen (3) aulweisen. 

5. Herstellungsverfahren einer Halbleitervorrich- 
tung, mit den Schritten: 

- Anbringen einer Mehrzahl von Halbleiterchips (4) 
auf einer Oberflache eines Halbleitersubstrates (1); 

- gemeinsames Abdichten der Mehrzahl von Halblei- 
terchips mit einem Harz (2); 

- Bilden einer Mehrzahl von Anschlussen (3, 9) auf 
der hinteren Oberflache des Substrates (1) derart, 
daB ein Abstand (A) zwischen den nachsten An- 
schlussen (3, 9) der benachbarten Halbleiterchips (4) 
ein ganzzahliges Vielfaches des Abstandes (B) zwi- 
schen den Anschlussen (3, 9) in dem Halbleiterchip 
(4) ist; 

- UntenA/erfen der Mehrzahl von Halbleiterchips (4) 
einem elektrischen Test; und 

- Schneiden des Harzes (2) und des Substrates (1), 
wodurch die Halbleiterchips (4) in Stucke gebrochen 
werden. 

6. Herstellungsverfahren nach Anspruch 5, bei 
dem der elektrische Test durch Benutzung von Test- 
kontaktstiften (11) ausgefuhrt wird, die in einem Git- 
termuster in einem Abstand identisch zu den zwi- 
schen den Anschlussen (3, 9) des Halbleiterchips (4) 
angeordnet sind. 

7. Herstellungsverfahren nach Anspmch 5 oder 
6, bei dem bei dem Schritt des Schneidens des Har- 
zes (2) und des Substrates (1) Gebiete, die zwischen 
benachbarten Halbleiterchips (4) abgegrenzt sind. 
zweimal geschnitten werden. 

8. Herstellungsverfahren nach einem der An- 
sprtiche 5 bis 7, bei dem der Schritt des Bildens der 
Mehrzahl von Anschlussen (3, 9) einen Schritt des 
Bildens einer Mehrzahl von AnschlufJflecken (9) ent- 
halt, die elektrisch mitden Halbleiterchips (4) verbun- 
den sind. 

9. Herstellungsverfahren nach Anspruch 8, bei 
dem der Schritt des Bildens der Mehrzahl von An- 
schlussen (3, 9) weiter einen Schritt des Bildens von 
Lotaugen (3) auf der Mehrzahl von entsprechenden 
AnschluBflecken (9) enthalt. 

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen 
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Fig.1 
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Fig.6 
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Fig J 
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Fig. 1 1 
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Fig. 12 
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